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波長 280nm以下の深紫外 LED(UVC-LED)は表面及び空気殺菌・浄水・UV 樹脂硬化などの用途

で市販されている。近年 COVID-19のパンデミック抑制の一手段として SARS-COV-2ウイルスの

不活化が特に注目を集めている。UVC-LED はコンパクト・安全・省エネ・長寿命・使い易いなど

の特徴があり、265nm 帯域では空調システムの空気清浄用途が、230nm 帯波長では人体照射無害

の表面殺菌に分類される。現在市販されている 265nm-LED の WPE は 2％以下で、その主な要因

は、量子井戸層で発光した光が p-GaN コンタクト層で吸収消失されて光取り出し効率(LEE)が 6％

と低いことである。一方、230nm-LED は Al 組成が 80％を超えることにより TM 光が増大して横

から光が放射されて LEE は更に減少して 1.3%程度となる。 

筆者らは p-GaN コンタクト層にフォトニック結晶(PhC)を導入して、PhC と量子井戸層(MQW)

との距離を最適化することにより LEE が 3.2 倍以上改善されることをシミュレーションにより見

出した。そこで、2インチサファイア基板に 230nm帯エピ構造をMOCVDにより作成した後、p-GaN

コンタクト層に直径 140nm、周期 200nm、深さ 100nm の空孔を三角格子配置に PhC を形成した。

そして、n電極に V/Al/Ni/Au、p電極に Ni/Auで電極を形成して 0.7mm×1.1mmのチップを作成・

評価した。PhC 有りでは IF=80mA で出力 0.7mW、IF=40mAで EQE=0.15%が得られた。また、PhC

無しに対して PhC有りでは 1.25倍の改善が得られた（下図参照）。更に PhC有りでは PhC無しに

対してVFで 2Vの改善が得られた。今後、PhCとMQWの距離を最適化することにより更なる LEE

の改善が期待できる。 
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